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ncorporation de particules ferromagnétiques au sein d’une matrice isolante de silicium poreux
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Contexte :
L’étude des semi-conducteurs poreux, et plus particulierement du silicium poreux constitue un theme phare du

GREMAN, laboratoire de ’université de Tours. Le silicium poreux est notamment étudié pour ses propriétés électriques
isolantes. Fort de 10 ans d’expérience dans ce domaine, nous collaborons sur ce matériau avec la société
STMicroelectronics, qui compte parmi les leaders mondiaux du semi-conducteur. Jusqu’ici, nos travaux se sont focalisés
sur I'intégration de composants RF passifs sur des substrats isolants de silicium poreux. Ces composants voient leurs
performances accrues grace a I’usage du silicium poreux qui permet d’augmenter leurs gains [1]. En paralléle, depuis le
début des années 2000, les défis liés a la miniaturisation des composants RF ont poussé 1’industrie du semi-conducteur a
inclure dans leur procédé des matériaux ferromagnétiques [2]. En effet, ceux-ci ont comme rdle de confiner les lignes de
champ magnétique générées par I’inductance au plus prés de la surface afin d’augmenter le taux d’intégration et limiter les
phénomeénes de crosstalk. Néanmoins, I’ajout d’un métal ferromagnétique au sein de la structure tend a augmenter les
pertes capacitives. Pour répondre a ce défi, nous avons proposé 1’idée originale d’incorporer des particules
ferromagnétiques au sein d’une couche de silicium poreux.

Image MEB d’un film mince de silicium poreux « décoré » de nanoparticules de fer

Problématigue et objectifs de stage:
Nous proposons un stage pluridisciplinaire alliant synthese des nanoparticules, caractérisation multi-physique et

réalisation de composants en salle blanche. Deux méthodes de synthese seront indépendamment étudiées pendant ce stage.
La premiere méthode consistera a synthétiser par voie électrochimique des nanoparticules de fer directement au sein de la
matrice poreuse. VVous vous appuierez sur des conditions déja établies au sein du laboratoire et vous ticherez d’optimiser la
technique.
Le premier objectif du stage sera d’identifier I’impact éventuel du choix de 1’¢lectrolyte (et de ses additifs), du potentiel de
dépot et d’un éventuel recuit aprés dépot.
La seconde méthode consistera a incorporer des particules commerciales au sein de la matrice poreuse.
Apres synthése, les échantillons seront caractérisés a 1’aide de plusieurs techniques :

- Imagerie : MEB, FIB

- Physicochimique : EDX, DRX

- Magnétique : VSM (PPMS), mesures fréquentielles
Selon la durée du stage et I’avancée des travaux, des composants RF simples pourront étre réalisés en salle blanche.

Profil du candidat :

Stage de niveau Bac+4/5. Master ou école d’ingénieurs.

Compétences en science des matériaux et électrochimie. VVous devrez également faire preuve de rigueur, d’autonomie et de
capacité de travail en équipe

Stage a pourvoir a partir de février 2015 pour une durée de 4 a 6 mois

Contacts :

Veuillez consulter notre site internet : greman.univ-tours.fr. Merci d’envoyer par email votre lettre de motivation ainsi que
votre CV a :

- Benjamin BARDET, Doctorant. benjamin.bardet@univ-tours.fr

- Gaél GAUTIER, Professeur des Universités. gael.gautier@univ-tours.fr
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